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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(§) Mischer 

(§) Eine Spannung und ein Datensignal, das der Spannung 
uberlagert ist, warden in das Drain eines FET eingegeben, 
wahrend ein Tragersignal in das Gate des FET eingegeben 
wird. Der FET mi sent das Datensignal und das TragersignaJ, 
um ein gemischtes Signal zu erzeugen. Zwei Kondensatoren 
sind zum Abblocken von Gleichstrom und zum Durchlassen 
von WechseJstrom zwischen die Source und ein Masse 
gaschaitet. 
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Beschreibung gezeigten Modulators entsprechen, weisen die gleichen 

Bezugszeichen auf, wobei die Beschreibung derselben 

Die vorliegende Erf indung bezieht sich auf Mischer, hier weggelassen ist 

die fOr Modulatoren, wie z. B. orthogonale Modulato- Da bei dem Mischer 100, der in Fig. 3 gezeigt ist, das 

ren, ftr Demodulatoren, fur Detektoren, fur Multiplizie- 5 Gate G des FET Q100 vorgespannt werden muB, ist die 

rer, fur Frequenzumsetzer oder fur dergleichen verwen- negative Vorspannungsleistungsversorgung Vg zusatz- 

det werden, und insbesondere auf einen Mischer zum lich zu der positiven Leistungsversorgung notwendig. 

Kombinieren eines Tragersignals und eines Datensi- Bei einem Mischer 200, wie er in Fig. 4 gezeigt ist, ist der 

gnals. FET Q100 durch sich selbst vorgespannt, wodurch ein 

Fig. 3 ist eine Ansicht, die eine Konfiguration eines to Nachteil des Mischers 100, der in Fig. 3 gezeigt ist, ver- 

Modulators zeigt, welcher einen herkdmmlichen Mi- miedenist 

scher umfaBt In Fig. 3 umfaBt der Modulator Signalein- Da sich tragbare Telefone in den letzten Jahren im- 

gangsanschliisse 1100 und 1200, einen Signalausgangsan- mer weiter verbreiteten, entstand der Bedarf nach ei- 

schluB O100, eine Vorspannungsleistungsversorgung nem kompakten Mischer mit niedrigem Leistungsver- 

Vg und einen Mischer 100. 15 brauch, welcher bei einer niedrigen Spannung mit einer 

Der Mischer 100 weist einen FET Q100, einen BCon- einzigen positiven Leistungsversorgung arbeiten kann. 

densator C100 und eine Spuie L100 auf. Die Source S Die in den Fig, 3 und 4 gezeigten Mischer konnen 

des FET Q100 liegt auf Masse. Der Kondensator C100 jedoch nicht mit einem niedrigen Leistungsverbrauch 

ist zwischen der Drain D des FET Q100 und dem Signal- aufgrund eines Gieichstroms, der zwischen dem Drain 

ausgangsanschluB O100 angeordnet Der Kondensator 20 D und der Source S des FET Q100 flieBt arbeiten. 

C100 weist eine Kapazitat (beispielsweise 10 pF) auf, Da eine bestimmte Spannung (z. B.2V oder mehr) 

weiche als niedrige Impedanz bei der Frequenz eines zwischen dem Drain D und der Source S des FET Q100 

gemischten Signals S 0 und als hohe Impedanz bei der notwendig ist, um zu bewirken, dafl ein Gleichstrom 

Frequenz f s eines Datensignals S s wirkt Die Spule L100 durch den FET flieBt, und da ein Spannungsabfall an 

ist zwischen der Drain D des FET Q100 und dem Signal- 25 einem Vorspannungswiderstand Rg2 stattfindet, konnen 

eingangsanschluB 1100 angeordnet Die Spule L100 die FETs nicht bei einer niedrigen Spannung arbeitea 

weist eine Induktivitat (beispielsweise 10 nH), weiche Die Aufgabe der vorliegenden Erf indung besteht dar- 

eine hohe Impedanz bei der Frequenz des gemischten in, einen Mischer zu schaffen, der eine einzige positive 

Signals S c und eine niedrige Impedanz bei der Frequenz Leistungsversorgung bendtigt und einen niedrigen Lei- 

des Datensignals S s zeigt 30 stungsverbrauch aufweist 

Das Datensignal S s (beispielsweise ein Sinuswellensi- Diese Aufgabe wird durch einen Mischer gemaB An- 

gnal mit einer Frequenz f s von 50 kHz) wird in den spruch 1 und durch einen Mischer gemaB Anspruch 4 

SignaleingangsanschluB 1100 eingegeben. Eine Gleich- gelost 

spannung Vcc wird ebenfalls dem Signaleingangsan- Ein Vorteil der vorliegenden Erf indung besteht darin, 

schluB 1100 zugefuhrt Bei dieser Konfiguration wird das 35 daB sie einen Mischer mit einem geringen oder mit kei- 

Datensignal S s sowie die Gleichspannung Vcc der Sour- nem Leistungsverbrauch schafft, welcher bei einer nied- 

ce S des FET Q 100 in dem Mischer 100 durch die Spule rigen Spannung mit einer einzigen positiven Leistungs- 

L100 zugefuhrt zuftihrung arbeitet und zusatzlich ohne weiteres inte- 

Dem SignaleingangsanschluB 1200 wird ein Tragersi- griert werden kann, damit er kompakt ist 

gnal S c (beispielsweise ein Sinuswellensignal mit einer 40 Dieser Vorteil wird bei einem Aspekt der vorliegen- 

Frequenz f c von 1,5 GHz) eingegeben. Dieses Tragersi- den Erfindung durch das Bereitstellen eines Mischers 

gnal S c wird in das Gate G des FET Q100 durch einen zum Mischen eines Tragersignals und eines Datensi- 

Kondensator C600 eingegeben. Das Gate G des FET gnals mit folgenden Merkmalen geschaffen: einem FET 

Q100 ist durch die Vorspannungsleistungsversorgung zum Mischen des Tragersignals und des Datensignals, 

Vg ilber einen Vorspannungswiderstand R g i negativ 45 um ein gemischtes Signal zu erzeugen, indem eine be- 

vorgespannt stimmte Spannung und das Datensignal, welches der 

Ein Betrieb dieser Schaltung wird nachfolgend be- bestimmten Spannung uberlagert ist, in das Drain des 

schrieben. Wenn die Gleichspannung Vcc zugefiihrt FET eingegeben wird, und indem das Tragersignal in 

wird, flieBt zwischen dem Drain D und der Source S des das Gate des FET eingegeben wird; und zumindest ei- 

FET Q100 ein Gleichstrom. Das Datensignal S s wird von 50 nem kapazitiven Bauelement zum gleichstrommaBigen 

dem SignaleingangsanschluB 1100 zu dem Drain D des Trennen der Source des FET von der Masse und zum 

FET Q100 durch die Spule L100 des Mischers 100 ge- wechselstrommaBigen Erden der Source, 

sendet Das Tragersignal Sc wird zu dem Gate G des Da die bestimmte Spannung in das Drain des FET 

FET Q100 von dem SignaleingangsanschluB 1200 durch eingegeben wird, und da das erste kapazitive Bauele- 

den Gleichspannungsabblockkondensator C600 einge- 55 ment die Source des FET gleichstrommaBig von der 

geben. Der FET Q100 kombiniert das Tragersignal S c Masse trennt und dieselbe wechselsfrommaBig erdet 

und das Datensignal S s und gibt das gemischte Signal S G kann die bestimmte Spannung so klein wie eine Span- 

einschlieBlich von Seitenbandkomponenten mit Fre- nung sein, die sichersteUt daB das Drain und die Source 

quenzen bei f c ± f s aus. hahere Spannungen als das Gate aufweisen, wobei kein 

Der Kondensator C100 blockt das Datensignal S s ab 6 o Gleichstrom in den FET flieBt Daher betragt der Lei- 

und lafit das gemischte Signal So durch. Daher wird nur stungsverbrauch des FET im wesenthchen Null, was ei- 

das gemischte Signal S* welches durch Amplitudenmo- nen Niederspannungsbetrieb ermoglicht 

dulieren des Tragersignals S c mit dem Datensignal S s Der Mischer kann ferner einzweites kapazitives Bau- 

hergestellt wird, von dem SignalausgangsanschluB 01 00 element aufweisen, welches mit der Drain des FET ver- 
ausgegeben. 65 bunden ist, und welches eine niedrige Impedanz bei der 

Fig. 4 ist eine Ansicht, die eine Konfiguration eines Frequenz des gemischten Signals und eine hohe Impe- 

Modulators einschlieBlich eines weiteren herkdmmli- danz bei der Frequenz des Datensignals aufweist 

chen Mischers zeigt Abschnitte, die denen des in Fig. 3 Da das zweite kapazitive Bauelement erne niedrige 
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Impedanz bei der Frequenz des gemischten Signals und 
eine hohe Impedanz bei der Frequenz des Datensignals 
aufweist, kann die Kapazitat des zweiten kapazitiven 
Bauelements fur ein gemischtes Signal mit einer Submi- 
krowellenfrequenz oder dartiber klein sein. Daher kann 
der Mischer ohne weiteres integriert werdea 

Der Mischer kann ferner ein induktives Bauejement 
aufweisen, welches mit der Drain des FET verbunden 
ist, und welches eine hohe Impedanz bei der Frequenz 
des gemischten Signals und eine niedrige Impedanz bei 
der Frequenz des Datensignals aufweist 

Da das induktive Bauelement eine hohe Impedanz bei 
den Frequenzen (f c ± f 5 ) des gemischten Signals und 
eine niedrige Impedanz bei der Frequenz des Datensi- 
gnals aufweist, kann die Induktivitat des induktiven Bau- 
elements fiir ein gemischtes Signal mit einer Submikro- 
wellenfrequenz oder dariiber klein sein. Daher kann der 
Mischer ohne weiteres integriert werden, wobei das ge- 
mischte Signal nicht zu der anderen Seite des induktiven 
Bauelements gelangen kann. 

Das vorher genannte Ziel wird bei einem anderen 
Aspekt der vorliegenden Erfindung durch das Bereit- 
steilen eines Mischers zum Mischen eines TrSgersignals 
und eines Datensignals erreicht, der folgende Merkmale 
aufweist: einen FET zum Mischen des Tragersignais und 
des Datensignals, um das gemischte Signal zu erzeugen, 
indem eine bestimmte Spannung und das Datensignal, 
welches der bestimmten Spannung iiberlagert ist, in die 
Source des FET eingegeben wird, und indem das Tra- 
gersignal in das Gate des FET eingegeben wird; und 
zumindest ein kapazitives Bauelement zum gleichstrom- 
maBigen Trennen der Source des FET von der Masse 
und zum wechselstrommaBigen Erden der Source. 

Da die bestimmte Spannung in die Source des FET 
eingegeben wird, und da das erste kapazitive Bauele- 
ment das Drain des FET gleichstrommaBig von der 
Masse trennt und dasseibe wechselstrommaBig erdet, 
kann die bestimmte Spannung derart niedrig sein, wie 
eine Spannung, die nOtig ist, damit das Drain und die 
Source hdhere Spannungen als das Gate aufweisen, wo- 
bei kein Gleichstrom in den FET flieBt Daher ist der 
Leistungsverbrauch des FET Null, was einen Nieder- 
spannungsbetrieb ermoglicht 

Der Mischer kann ferner ein zweites kapazitives Bau- 
element aufweisen, welches mit der Source des FET 
verbunden ist, und welches bei der Frequenz des ge- 
mischten Signals eine niedrige Impedanz und bei der 
Frequenz des Datensignals eine hohe Impedanz zeigt 

Da das zweite kapazitive Bauelement eine niedrige 
Impedanz bei der Frequenz des gemischten Signals und 
eine hohe Impedanz bei der Frequenz des Datensignals 
zeigt, kann die Kapazitat des zweiten kapazitiven Bau- 
elements fur ein gemischtes Signal mit einer Submikro- 
wellenfrequenz oder darflber klein sein. Daher kann der 
Mischer ohne weiteres integriert werden. 

Der Mischer kann ferner ein induktives Bauelement 
aufweisen, welches mit der Source des FET verbunden 
ist, und welches bei der Frequenz des gemischten Si- 
gnals eine hohe Impedanz und bei der Frequenz des 
Datensignals eine niedrige Impedanz zeigt 

Da das induktive Bauelement bei den Frequenzen (f c 
± f s ) des gemischten Signals eine hohe Impedanz und 
bei der Frequenz des Datensignals eine niedrige Impe- 
danz zeigt, kann die Induktivitat des induktiven Bauele- 
ments fur ein gemischtes Signal mit einer Submikrowel- 
lenfrequenz oder dariiber klein sein. Daher kann der 
Mischer ohne weiteres integriert werden, wobei es ver- 
hindert wird, daB das gemischte Signal auf die andere 
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Seite des induktiven Bauelements flieBt 

Bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden 
Erfindung werden nachfolgend bezugnehmend auf die 
beiliegenden Zeichnungen detaillierter eriautert Es zei- 
5 gen: 

Fig. 1 ein Schaltbild, das eine Konfiguration eines 
Modulators, der einen Mischer gemaB einem Ausfuh- 
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung aufweist, 
zeigt; 

io Fig* 2 ein Schaltbild, das eine Konfiguration eines 
Modulators, der einen Mischer gemaB einem weiteren 
Ausftihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung auf- 
weist, zeigt; 

Fig. 3 eine Ansicht, die eine Konfiguration eines Mo- 
15 dulators, der einen herkSmmlichen Mischer aufweist, 
zeigt; und 

Fig. 4 eine Ansicht, die eine Konfiguration eines Mo- 
dulators, der einen weiteren herkdmmlichen Mischer 
aufweist, zeigt 

20 Ein Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung 
wird nachfolgend bezugnehmend auf die Zeichnungen 
eriautert Fig. 1 ist ein Schaltbild, das eine Konfiguration 
eines Modulators zeigt, der einen Mischer gemaB einem 
Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung auf- 
25 weist In Fig. 1 umfaBt der Modulator einen Signalein- 
gangsanschluB II und einen SignaleingangsanschluB 12, 
einen SignalausgangsanschluB Ol, eine Vorspannungs- 
leistungs versorgung Vg und einen Mischer 1. 
Der Mischer 1 weist einen FET Ql, drei Kondensator 
30 CI, C2 und C3 und eine Spule LI auf. Die Kondensato- 
ren C2 und C3 sind zwischen der Source S des FET Ql 
und der Masse angeordnet Sie weisen die Gesamtkapa- 
zitat (z. B. 10 pF) auf, welche die Source S des FET Ql 
gleichstrommaBig von der Masse trennt und die Source 
35 wechselstrommaBig erdet Der Kondensator CI ist zwi- 
schen dem Drain D des FET Ql und dem Signalaus- 
gangsanschluB Ol angeordnet Der Kondensator CI 
weist eine Kapazitat (z. B. 10 pF) auf, welche als eine 
niedrige Impedanz bei der Frequenz eines gemischten 
40 Signals S 0 und als eine hohe Impedanz bei der Frequenz 
f s eines Datensignals S s wirkt Die Spule LI ist zwischen 
der Drain D des FET Ql und dem Signaleingangsan- 
schluB 11 angeordnet Die Spule LI weist eine Induktivi- 
tat (z. B. 10 nH) auf, welche eine hohe Impedanz bei der 
45 Frequenz des gemischten Signals S 0 und eine niedrige 
Impedanz bei der Frequenz des Datensignals S s zeigt 
Der Mischer ist mit Ausnahme der Kondensatoren C2 
und C3 in einem Chip auf einem Substrat integriert 
Das Datensignal S$ (beispielsweise ein Sinuswellensi- 
50 gnal mit einer Frequenz f s von 50 kHz) wird in den 
SignaleingangsanschluB II eingegeben. Eine Gleich- 
spannung Vcc wird dem SignaleingangsanschluB II 
ebenfalls zugefiihrt Bei dieser Konfiguration wird das 
Datensignal S s sowie die Gleichspannung V<x zu der 
55 Source S des FET Ql in dem Mischer 1 durch die Spule 
LI zugefiihrt 

In den SignaleingangsanschluB 12 wird ein Tragersi- 
gnal S c (beispielsweise ein Sinuswellensignal mit einer 
Frequenz f c von 1,5 GHz) eingegeben. Dieses Tragersi- 
60 gnal S c wird in das Gate G des FET Ql durch einen 
Kondensator C6 eingegeben. Das Gate G des FET Ql 
ist durch die Vorspannungsleistungsversorgung Vg 
durch einen Vorspannungswiderstand Rg positiv vorge- 
spannt Um den FET Ql des Mischers 1 zu betreiben, ist 
65 es m5glich, eine niedrige Gleichspannung Vcc (beispiels- 
weise 1,5 V oder weniger) zuzufuhren, welche sicher- 
stellt, daB das Drain D und die Source S spannungsma- 
Big gegeniiber dem Gate G in dem FET Ql positiv sind. 
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Daher ist es ausreichend, daB die Gleichspannungslei- 
stungsversorgung Vcc eine Spannung von 1,5 V zufflhrt 
um den Mischer 1 zu betreiben. 

Ein Betrieb dieser Schaltung wird nachfolgend be- 
schrieben. Wenn die Gleichspannung Vcc zugeflihrt 5 
wird, weist die Drain D des FET Ql die gleiche Span- 
nung wie die Source S auf, da die Source S des FET 
Ql gleichstrommaBig aufgrund der Kondensatoren 
C2 und C3 bei dem Mischer 1 offen ist Zusatzlich ist 
der FET Ql gleichstrommaBig aufgrund der Konden- 10 
satoren C2 und C3 offen, weshalb kein Gleichstrom 
durch den FET flieBt Daher ist der Leistungsver- 
brauch des FET Ql NulL Da kein Strom flieBt ist es 
nicht ndtig, eine Spannung zwischen der Drain und 
dem Source zu haben. Ein Spannungsabfall findet 15 
nicht statt was es ermdglicht, daB der FET bei einer 
niedrigen Spannung arbeitet 

Das Datensignal S s wird von dem Signaleingangsan- 
schluB II zu dem Drain D des FET Ql durch die Spule 
LI des Mischers 1 gesendet Das TrSgersignal S c wird in 20 
das Gate G des FET Ql von dem Signaleingangsan- 
schluB 12 durch den Gleichspannungsabblockkondensa- 
tor C6 eingegeben. Der FET Ql kombiniert das Trager- 
signal S c und das Datensignal S$ und gibt das gemischte 
Signal So, das Seitenbandkomponenten mit Frequenzen 25 
von f c ± fs aufweist aus. 

Der Kondensator CI blockt das Datensignal S s ab 
und iaBt das gemischte Signal S 0 durch. Daher wird 
nur das gemischte Signal So, welches durch Amplitu- 
denmodulieren des Tragersignals S c mit dem Datensi- 30 
gnal S s erzeugt wird, aus dem Signalausgangsan- 
schluB 01 ausgegeben. Da das gemischte Signal S 0 
Komponenten mit Frequenzen von nf c ± mf s ausgibt 
(wobei n und m positive Ganzzahlen sind), wird das 
Signal mit der gewiinschten Frequenz (die Kompo- 35 
nente mit einer Frequenz von f c ± fs oder die mit f c 
- f s in einem ttblichen Fall) unter Verwendung eines 
Filters ausgew&hlt und als einzige unter diesen Fre- 
quenzkomponenten verwendet 

Der Kondensator CI weist eine Kapazitat auf, welche 40 
bei der Frequenz der gemischten Signals S 0 als niedrige 
Impedanz und bei der Frequenz f s des Datensignals S s 
als hohe Impedanz wirkt Daher flieBt das Datensignal 
nicht zu dem Kondensator CI und wird in das Drain D 
des FET Ql positiv eingegeben. Die Spule LI weist eine 45 
Induktivitat auf, welche bei der Frequenz des gemisch- 
ten Signals S 0 eine hohe Impedanz und bei der Fre- 
quenz des Datensignals S s eine niedrige Impedanz zeigt 
Daher flieBt das gemischte Signal S 0 nicht in die Spule 
LI. Wenn ein gemischte Signal eine Submikrowellenfre- 50 
quenz oder daniber aufweist, kdnnen die Kapazitat des 
Kondensators CI und die Induktivitat des Induktors LI 
klein sein. Der Mischer ist damit ohne weiteres zu inte- 
grieren. 

Bei diesem Mischer ist es ebenfalls mdglich, ein Lo- 55 
kalsignal in das Gate G des FET Ql und ein HF-Signal 
in das Drain des FET Ql durch den Kondensator CI 
einzugeben. Es ist somit mdglich, ein ZF-Signal, das eine 
Differenzkomponente zwischen der HF-Frequenz und 
der Tragerfrequenz aufweist, aus dem Drain D durch 60 
die Spule LI zu erhalten. Der Kondensator CI zeigt fiir 
das HF-Signal eine niedrige Impedanz und fur das ZF- 
Signal eine hohe Impedanz. Die Spule LI zeigt eine 
hohe Impedanz fttr das HF-Signal und eine niedrige 
Impedanz fQr das ZF-SignaL Die ZF-Signalfrequenz ist 65 
niedriger als die der Lokalsignalfrequenz und der HF- 
Signalfrequenz. Wie oben beschrieben wurde, kann der 
Mischer als Abwartsmischer dienen. 
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Bei dem obigen AusfQhrungsbeispiel wird der Mi- 
scher als ein Amplitudenmodulator verwendet Die vor- 
liegende Erfindung kann ebenfalls auf andere Modula- 
toren, Demodulatoren, Detektoren, Multiplizierer, Fre- 
quenzumsetzer, Spiegelunterdruckungsrnischer und 
dergleichen angewendet werden. 

Bei dem AusfOhrungsbeispiel sind die zwei Konden- 
satoren C2 und C3 zwischen der Masse und der Source 
S des FET Ql angeordnet Statt dessen kann auch nur 
ein Kondensator verwendet werden. 

Die Drain und die Source des FET Ql konnen gemaB 
einem zweiten AusfQhrungsbeispiel ausgetauscht wer- 
den, wie es in Fig. 2 gezeigt ist 

Patentanspruche 

1. Mischer (1) zum Mischen eines Tragersignals (S c ) 
und eines Datensignals (Ss), mit folgenden Merk- 
malen: 

einem FET (Ql) zum Mischen des Tragersignals 
(S c ) und des Datensignals (S s ), welcher in der Lage 
ist, ein gemischtes Signal (So) zu erzeugen, indem er 
eine Spannung (Vcc) und das Datensignal (S s ), wel- 
ches der Spannung (Vcc) uberlagert ist, uber sein 
Drain (D) empfangt und indem er das Tragersignal 
(S c ) uber sein Gate (G) empfangt; und 
zumindest einem kapazitiven Bauelement (C2, C3), 
das zwischen die Source (S) des FET (Ql) und eine 
Masse geschaltet ist, zum Abblocken von Gleich- 
strom und zum Durchiassen von Wechselstrom. 

2. Mischer (1) gemaB Anspruch 1, der ferner ein 
zweites kapazitives Bauelement (CI) aufweist, wel- 
ches mit der Drain (D) des FET (Ql) verbunden ist 
und bei der Frequenz des gemischten Signals (S 0 ) 
eine niedrige Impedanz und bei der Frequenz des 
Datensignals (S$) eine hohe Impedanz aufweist 

3. Mischer (1) gemaB Anspruch 1 oder 2, der ferner 
folgende Merkmale aufweist: 
ein induktives Bauelement (LI), welches mit der 
Drain (D) des FET (Ql) verbunden ist und bei der 
Frequenz des gemischten Signals (So) eine hohe 
Impedanz und bei der Frequenz des Datensignals 
(S s ) eine niedrige Impedanz aufweist 

4. Mischer zum Mischen eines Tragersignals (S c ) 
und eines Datensignals (S s ), mit folgenden Merk- 
malen: 

einem FET (Ql') zum Mischen des Tragersignals 
(S c ) und des Datensignals (S s ), welcher in der Lage 
ist ein gemischtes Signal (S 0 ) zu erzeugen, indem er 
eine Spannung (Vcc) und das Datensignal (S s )» wel- 
ches der Spannung (Vcc) uberlagert ist uber seine 
Source (S) empfangt und indem er das Tragersi- 
gnal (S c ) uber sein Gate (G) empfangt; und 
zumindest einem kapazitiven Bauelement (C2, C3), 
das zwischen das Drain (D) des FET (Ql') und eine 
Masse geschaltet ist zum Abblocken von Gleich- 
strom und zum Durchiassen von Wechselstrom. 

5. Mischer gemaB Anspruch 4, der ferner ein zwei- 
tes kapazitives Bauelement (CI) aufweist welches 
mit der Source (S) des FET (Q 1 ') verbunden ist und 
welches bei der Frequenz des gemischten Signals 
(S 0 ) eine niedrige Impedanz und bei der Frequenz 
des Datensignals (S s ) eine hohe Impedanz aufweist 

6. Mischer gemaB Anspruch 4 oder 5, welcher fer- 
ner folgendes Merkmal aufweist: 
ein induktives Bauelement (LI), welches mit der 
Source (S) des FET (Q 1 ') verbunden ist und welches 
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bei der Frequenz des geraischten Signals (S 0 ) eine 
hohe Impedanz und bei der Frequenz des Datensi- 
gnals (S s ) eine niedrige Impedanz aufweist 
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